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【はじめに】有機薄膜トランジスタ(OTFT)は印刷法による作製が容易な点で、プリンテッドエレ

クトロニクスの基本デバイスとして期待されている。OTFT が抱える課題として動作電圧の低減

や閾値電圧の制御がある。ゲート電極自体の選択による閾値電圧制御の報告例はあるが、ゲート

電極表面の修飾による閾値電圧制御の報告例は少ない[1]。今回、我々はゲート電極表面を三酸化

モリブデン(MoO3)で修飾することによって、OTFT の閾値電圧制御に成功したので報告する。 

【実験】ガラス基板上に Al を 50nm ほど真空蒸着することでゲート電極を形成した後に、その表

面に MoO3 の超薄膜(2nm)を真空蒸着した。次に、パリレン C を CVD 法により 400nm ほど成膜し

た。ソース・ドレイン電極は銀ナノ粒子インク(ハリマ化成：NPS-JL)をインクジェット装置

(FUJIFILM：DMP-2800)によりパターニング後、120°C で焼成した。最後に、有機半導体としてペ

ンタセンを 50nm ほど真空蒸着し、OTFT を作製した(Fig.1)。 

【結果】Al および Al 上に MoO3を修飾した薄膜(Al+MoO3)の 2 種類を光電子分光装置(理研計器：

AC-3)により測定した結果を Fig.2 に示す。Al 表面に MoO3を修飾することで、仕事関数が 4.1eV

から 5.2eV に増加した。この仕事関数の変化は閾値電圧の制御には重要な要因となる。作製した

OTFT の伝達特性を Fig.3 に示す。MoO3を修飾することで、修飾しない場合と比べ、閾値電圧を

+2V シフトさせることに成功した。これは Al 電極と MoO3層に形成された界面双極子による接触

電位差が作用したためであると推測される。本成果を利用することによって、回路応用の際の設

計自由度の向上や、駆動電圧の低減が期待される。 
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